
 

熱電材料是一種能夠在沒有其他特定外力或機件的協助下，使熱與電兩種不同型態的能量互相轉換的功能性半導體材
料。Bi2Te3具有良好的導電性，但導熱性較差，是一種高效率的熱電材料，用於製冷或便攜式發電。它在室溫至 200℃

相對溫和的溫度範圍內表現出好的 ZT 值，製備為薄膜時，量子限制效應大，兩者都能提高其熱電性能。 

低溫 Bi2Te3 熱電薄膜之顯微結構及電性研究 
班級/學生：材四乙/林亞澄       指導老師：陳勝吉 教授 
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1.由於 Te 在 1.5×10
-4
 Torr 的蒸氣壓溫度比 Bi 低，因此 Te 比 Bi 更容易蒸出，因而以單一 Bi2Te3做為蒸鍍源易獲得以 Te 為主的合金薄膜。 

2.採用 Bi2Te3及 Bi 蒸鍍源共蒸鍍方式，固定 Bi2Te3鍍率 3Å/s，Bi 鍍率控制在 2Å/s 時會得到以 Bi2Te3為主的相。 

3. Bi 鍍率在 2Å/s 時，電性質可以得到 6×10
20
cm

-3
以上的載子濃度，符合高 power factor 所需要的。 
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XRD 離子輔助式蒸鍍機 Hall EPMA FE-SEM AFM 

熱電模組示意圖 熱電機制示意圖 Seebeck effect 原理 熱電優質 ZT 值 實際應用 
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圖九、不同鍍率之初鍍 AFM 比較 
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電性分析 

圖一、改變離子槍電壓之初鍍 XRD 圖 

EPMA 

圖二、離子槍電壓 0V，後退火之 XRD 圖 

圖三、改變鍍率之初鍍 XRD 圖 圖四、以共鍍方式之初鍍 XRD 圖 

圖五、改變離子槍電壓之初鍍 Hall 圖 圖六、以共鍍方式之初鍍 Hall 圖 

圖七、EPMA 成份分析比較 

圖八、FE-SEM 表面形貌比較 
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